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Implanteur ionigue pourvu d'une plurality de corps de source plasma 
La pr6sente invention concerne un implanteur ionique pourvu d'une 

pluralite de corps de source plasma. 
Le domaine de 1'invention est celui des implanteurs ioniques operant en 

5 mode immersion plasma. Ainsi, ['implantation ionique d'un substrat consists £ 
I'immerger dans un plasma et a le polariser en tension negative, de quelques 
dizaines de Volts a quelques dizaines de kilovolts (generalement moins de 100 
kV), ceci de fapon a creer un champ electrique capable d'accelerer les ions du 
plasma vers le substrat. 

10 La profondeur de penetration des ions est determines par leur energie 
d'acceleration. Elle depend d'une part de la tension appliquee au substrat et 
d'autre part de la nature respective des ions et du substrat. La concentration 
d'atomes implantes depend de la dose qui s'exprime en nombre d'ions par cm2 

et de la profondeur d'implantation. 
15 Le plasma est engendre au sein d'un corps de source qui est agence 

face au porte-substrat Ce corps de source se pr6$ente comme une section de 
cylindre depourvue de tout obstacle a 1'interieur; il d6bouche dans l'enceinte de 
I'implanteur. Autour du corps de source, prend place I'antenne radiofrequence 
pr£vue pour generer le plasma. Generalement, le cylindre sur lequel s'appuie le 

2 o corps de source est un cylindre de revolution. 
Le diametre du corps de source est necessairement limite car la densite 

du plasma decroTt au fur et & mesure que Ton s'eloigne de I'antenne, Afin de 
conserver une densite de plasma satisfaisante au centre du corps de source, ce 
diametre est done generalement compris entre 100 et 200 mm. 

25 Le plasma s'etend du corps de source vers le porte-substrat selon un 
profil hyperboIoTde. II s'ensuit qu'un substrat de grande dimension doit etre place 
relativement loin du porte-substrat si Con souhaite que I'implantation se produise 
sur la totalite de sa surface. 

Cet eioignement a pour consequence que la densite du plasma au 
30 niveau du substrat est sensiblement reduite. II s'ensuit que, pour une dose 

donnee, la dur£e d'implantation est sensiblement accrue. 
Ainsi, le document EP 0 480 688 enseigne un agencement de sources 

plasma pour implantation ionique. L'implanteur comporte une enceinte dans 
laquelle est agencee un porte-substrat connects a une alimentation substrat par 

3 5 I'intermediaire d'un passage electrique haute tension, cette enceinte etant 
pourvue de moyens de pompage, cette enceinte comportant encore un corps de 
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source cylindrique depourvu de tout obstacle et dispose face au porte-substrat, 
cette enceinte comportant au moins un corps de source cylindrique additionnel 
egalement depourvu de tout obstacle et dispose lui aussi face au porte-substrat. 

On citera egalement le document US 6,300,227 qui decrit un system© 
5 pour implantation ionique par immersion plasma analogue a celui rnentionne ci-

dessus. 
Dans un cas comme dans I'autre, un rnoyen de confinement magnetique 

est prevu au niveau de I'enceinte. Or cet agencement n'est pas optimal vis-a-vis 
de I'homogeneite du plasma. 

10 La presente invention a ainsi pour objet un implanteur ionique adapte 
aux substrats de grandes dimensions, permettant aussi de traiter de nombreux 
substrats de petites dimensions agences sur un porte-substrat de grande 
dimension, cet implanteur offrant une homogeneite du plasma accrue. 

Selon rinvention, un implanteur ionique comporte une enceinte dans 
15 laqueile est agencee un porte-substrat connecte a une alimentation substrat par 

Tintermediaire d'un passage Electrique haute tension, cette enceinte etant 
pourvue de moyens de pompage, cette enceinte comportant encore au moins 
deux corps de source cylindriques depourvus de tout obstacle et disposes face 
au porte-substrat; I'implanteur ionique est remarquable en ce qu'il comporte au 

2 o moins une bobine de confinement par corps de source. 
Suivant cette configuration, le champ magnetique est maximal a I'endroit 

de la formation du plasma. Les lignes de champ s'evasent dans ('enceinte, ce qui 
provoque une extension du plasma, avec pour consequence une bonne 
homogeneite sur une surface plus importante au niveau du porte-substrat. De 

25 plus, il est ainsi possible d'ajuster le champ magnetique produit par chaque 
bobine de confinement, ce qui donne un reglage supplemental© pour ameiiorer 
I'homogeneite sur la surface a traiter. 

Avantageusement, les corps de source sont chacun pourvus d'une 
antenne radiofrequence exterieure. 

30 Selon une caracteristique additionnelle de rinvention, ('implanteur ionique 
comporte un g£n6rateur radiofrequence commun pour toutes les antennes. 

Suivant un premier mode de realisation, I'implanteur ionique comporte 
une boTte d'accord unique agencee entre le generateur radiofrequence et les 
antennes. 
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Suivant un deuxieme mode de realisation, I'implanteur ionique comporte, 
en aval du generateur radiofrequence, une boTte d'accord suivie d'un 
separateur. 

Suivant un troisieme mode de realisation, I'implanteur ionique comporte, 
5 en aval du generateur radiofrequence, un separateur suivi d'un nombre de 

boTtes d'accord identique au nombre de corps de source. 
La pr£sente invention apparaitra maintenant avec plus de details dans le 

cadre de la description qui suit d'exemples de realisation donnas a titre illustratif 
en se referant au dessin joint au sein duquel: 

10 -la figure 1 represent© un schema en coupe verticale d'un implanteur 
ionique selon rinvention, 

- la figure 2 represente un schema en vue de dessus de cet 
implanteur, 

- la figure 3 represente un premier mode de realisation de 
15 I'alimentation substrat, 

- la figure 4 represente un deuxieme mode de realisation de 
l'alimentation substrat, 

- la figure 5 represente un troisieme mode de realisation de 
l'alimentation substrat, 

20 - la figure 6 represente un diagramme temporel schematisant un 
procede d'implantation ionique, 

- la figure 7 represente un premier mode de realisation de 
I'ali'mentation des corps de source, 

- la figure 8 represente un deuxieme mode de realisation de 
2 5 I'alimentation des corps de source, et 

- La figure 9 represente un troisieme mode de realisation de 
I'alimentation des corps de source. 

Les elements presents sur plusieurs figures sont affectes d'une seule et 
meme reference. 

3 0 Tel que montre sur la figure 1, un implanteur ionique comporte plusieurs 
elements agences i I'interieur et £ I'exterieur d'une enceinte a vide ENV. Pour 
les applications microelectroniques, il est preconise d'utiliser une enceinte en 
alliage d'aluminium (ou bien une enceinte en acier inoxydable protegee par des 
plaques en alliage d'aluminium) si Ton souhaite limiter la contamination en 

35 elements metalliques tels que Fer, Chrome, Nickel ou Cobalt. Un revetement en 
silicium ou en carbure de Silicium peut aussi etre utilise. 
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Un plateau porte substrat PPS, se prdssentant sous ia forme d'un disque 
a plan horizontal, eventuellement mobile autour de son axe vertical AXT, regoit le 
substrat SUB devant subir I'implantation ionique. 

Un passage electrique haute tension PET manage dans la partie 
5 inf6rieure de I'enceinte ENV relie electriquement I'axe vertical du plateau AXT, et 

done le plateau porte-substrat PPS, £ une alimentation substrat ALT. 
En reference a la figure 3, selon un premier mode de realisation, cette 

alimentation substrat ALT comporte un generateur de tension continue SOU dont 
le p6le positif est raccord6 & la masse. Une branche de derivation qui est montee 

10 en parallele sur ce generateur est form6e d'un condensateur CDS et d'une 
resistance RES en serie, cette resistance etant connectee au pole negatif du 
g6n6rateur SOU. Le plateau porte-substrat PPS est connecte au point commun 
entre le condensateur CDS et la resistance RES. 

Le condensateur CDS presente une capacite de faible valeur afin de 
15 faire revenir progressivement le potentiel du substrat £ une valeur voisine de 

z£ro lors de sa phase de decbarge. 
En reference a la figure 4, selon un deuxieme mode de realisation, cette 

alimentation substrat ALT comporte un generateur de tension continue SOU dont 
le p6le positif est raccorde 3 la masse. Un condensateur CDD est monte en 

20 parallele sur ce generateur. Un interrupteur SW est connects entre le pdle 
negatif du generateur SOU et le plateau porte-substrat PPS. Cet interrupteur SW 
est realise en technologie «MOS » (pour Metal Oxyde Semiconductor en 
anglais) ou en technologie « IGBT » (pour Insulated Gate Bipolar Transistor en 
anglais), 

25 En reference a la figure 5, selon un troisieme mode de realisation 
analogue a celui decrit dans le document WO 01/15200, cette alimentation 
substrat ALT comporte: 

- un generateur de tension continue SOU dont le pfile positif est 
raccorde a la masse, 

30 - un condensateur Ct en parallele sur le g§n6rateur GEN, 
- un premier interrupteur 1T1 dont le premier pole est raccord6 au p6le 

negatif du generateur GEN et dont le second p6le est raccorde a la 
sortie de cette alimentation, et 

- un deuxieme interrupteur IT2 dont le premier pole est egalement 
35 raccorde a la sortie et dont le second p6Ie est raccorde a une borne 

de neutralisation; cette borne de neutralisation est reliee soit S la 
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masse, soit a une tension legerement positive (quelques dizaines de 
Volts) par I'intermediaire d'une resistance de decharge. 

Par ailleurs, des moyens de pompage sont egalement disposes a la 
partie inferieure de I'enceinte ENV. Une pompe primaire PP est reliee en entree 

5 a I'enceinte ENV par une conduite munie d'une vanne VAk, et en sortie a I'air 
libre par une conduite d'echappement EXG. Une pompe secondaire PS est relive 
en entree a I'enceinte ENV par une conduite munie d'une vanne VAi, et en sortie 
a I'entree de la pompe primaire PP par une conduite munie d'une vanne VAj. Les 
conduces ne sont pas referencees. 

10 L'implanteur ionique comporte ici 4 corps de sources identiques dont 
deux seulement apparaissent sur la figure 1. Un corps de source se presente 
cornme une section de cylindre dont la base debouche dans I'enceinte ENV et 
dont le sommet est obture par une plaque. Aucun obstacle ne figure dans ce 
corps de source de sorte que le plasma puisse s'y propager librement. 

is En reference aux figures 1 et 2, la partie superieure de I'enceinte ENV 
regoit done quatre corps de source plasma CS1, CS2r CS3, CS4 qui font face au 
porte-substrat PPS. Ces corps sont en quartz, lis sont exterieurement entoures 
chacun par une antenne radiofrequence ANT1, ANT2, ANT3, ANT4 situee 
sensiblement en son milieu. II sont chacun muni d'une entree de gaz: 

20 plasmagene ING1, ING2, 1NG3, ING4 qui est centree sur la plaque a son 
sommet. 

Avantageusement, les quatre corps de source CS1, CS2, CS3, CS4 sont 
Egalement entoures par une bobine de confinement magnetique inferieure qui 
est situee entre les antennes ANT1, ANT2, ANT3, ANT4 et I'enceinte ENV. On 

25 prefere adopter une bobine par corps de source. Ainsi, sur la figure 1, on voit une 
premiere bobine de confinement BCI1 pour le premier corps de source CS1 et 
une seconde bobine de de confinement BC12 pour le second corps de source 
CS2. 

De preference, les quatre corps de source CS1, CS2, CS3, CS4 sont 
3 0 aussi entoures par une bobine de confinement magnetique superieure BOCs qui 

est omise sur la figure 2 pour des raisons de clarte. Cette bobine de confinement 
superieure est situee entre les antennes ANT1, ANT2, ANT3, ANT4 et les 
sommets des corps de source. Ici encore, on prevoit une premiere bobine BCS1 
pour le premier corps de source CS1 et une seconde bobine pour le second 

3 5 corps de source CS2. 
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II est possible d'utiliser tout type de source plasma pulsee : decharge, 
ICP (pour« Inductively Coupled Plasma » en anglais), Helicon, micro-ondes, arc. 
Ces sources doivent travailler & des niveaux de pression suffisamment faibles 
pour que le champ electrique cr£e entre le plateau PPS a haute tension et 

5 I'enceinte OENV a la masse n'allume pas un plasma de decharge qui vienne 
perturber le fonctionnement pulse de la source. 

Le choix de la source doit permettre d'avoir un potentiel plasma inferieur 
k 20 Volts. En effet, I'Snergie d'acceleration des ions est la difference entre le 
potentiel plasma et le potentiel du substrat. L'energie d'acceleration est alors 

10 contr6I6e uniquement par la tension appliquee au substrat. Ce point devient 
predominant si I'on souhaite des energies d'acceleration tres faibles, inferieures 
a 500 eV, ce qui est le cas pour des applications en micro6lectronique. 

Pour des applications n6cessitant un faible niveau de contamination 
m^tallique, telles la micro§lectronique encore une fois et le traitement de pieces 

15 dans le domaine medical, la source ne doit pas presenter d'element metallique 
contaminant en contact avec le plasma. Dans le mode de realisation presents, 
une source RF formee d'un tube en quartz est associee a une antenne 
radiofrequence exterieure ANT et a des bobines de confinement magnetique 
BOCi, BOCs comme precise pr6c6demment. Alternativement, le corps de source 

20 peut £tre en alumine. 
N'importe quelle esp^ce plasmagene peut dtre implantee. II est possible 

de partir d'un precurseur gazeux tel N2; O2, H2, He, Ar, BF3, B^He, AsH3, PH3, 
SiH4, C2H4; on peut egalement employer un melange de gaz tel que B2H6+H2, 
ASH3+H2, PH3+H2( etc. II est aussi possible de partir d'un precurseur liquide tel 

25 TiCU, H20, OU meme d'un precurseur solide. Dans ce dernier cas, il convient 
d'utiliser un systeme d'6vaporation thermique (phosphore) ou un systeme arc 
(« hollow cathode » en anglais). 

Selon le premier mode de realisation de l'alimentation substrat decrit en 
reference £ la figure 3, le procede d'implantation mettant en oeuvre I'implanteur 

30 comporte de maniere periodique la repetition des quatre ou cinq phases 
suivantes: 

- une phase de charge du condensateur CDS (la source plasma etant 
eteinte) par le generateur SOU jusqu'a I'obtention d'une tension de 
decharge, 

35 - une phase d'allumage du plasma qui est initiee lorsque la tension du 
substrat atteint la tension de decharge: I'impedance du plasma 
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n'etant plus infinie, le condensateur CDS se decharge a travers celui-
ci, 

- une phase de decharge du condensateur CDS, durant laquelie 
I'implantation est realisee et pendant laquelie la gaine du plasma 

5 s'etend, et 
- une phase d'extinction du plasma qui est initiee lorsque la phase 

precedente a dure le temps souhaite : I'impedance du plasma est a 
nouveau infinie et la phase de charge peut etre reiteree, 

- une eventuelle phase d'attente, durant laquelie rien ne se passe, qui 
10 permet d'ajuster ia periode de repetition. 

Lors de la phase de decharge qui dure le temps d'une impulsion plasma, 
une zone d'extension plasma constitute d'un nuage de gaz ionise se forme entre 
les corps de source CS1, CS2, CS3, CS4 et le plateau porte substrat PPS. Les 
particules viennent heurter le substrat a implanter SUB avec une energie 

15 permettant leur penetration a I'interieur du substrat SUB. 
Selon le deuxieme mode de realisation de l'alimentation substrat decrit 

en reference a la figure 4, le procede d'implantation mettant en ceuvre 
I'implanteur se deroule comme suit 

Lorsque l'interrupteur SW est ouvert, le condensateur CDD se charge 
2 o progressivement a la tension nominate du generateur SOU. 

Lorsque I'on ferme cet interrupteur SW alors que le plasma est allume, il 
s'ensuit un appel du courant du & la capacite equivalente de la machine et a la 
capacite de la gaine plasma. La capacite equivalente de la machine est celle de 
tous les elements qui la composent, notamment les cables, les passages 

25 electriques, les transformateurs d'isolation et celle qui est formee entre le porte-
substrat et I'enceinte. 

L'interrupteur SW reste ferme typiquement entre 5 ju.s et 100 ^is, phase 
pendant laquelie se produit I'implantation car les ions positifs sont attires vers le 
substrat qui est polarise negativement. 

30 Le condensateur presente une forte capacite (typiquement entre 300 nF 
et 1,5 p.F) de sorte que la tension a ses bornes ne chute pas lors de 
rimplantation. 

Apres la phase d'implantation, l'interrupteur SW est ouvert et le 
generateur SOU charge a nouveau le condensateur CDD. 

35 Pendant ce temps, la capacite equivalente de la machine se decharge 
totalement dans le plasma et le substrat revient a un potentiel flottant. II s'ensuit 
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que les Electrons du plasma viennent neutraliser les zones isolantes du substrat 
qui se sont chargEes positivement au cours de I'implantation. 

La phase de neutralisation durant laquelie l'interrupteur SW reste ouvert 
dure typiquement de 1 JJ.S a 80 |u.S-

5 Une fois la phase de neutralisation achevee, le plasma peut etre eteint 
durant une phase d'extinction, ce qui presente I'avantage de reduire les 
interactions plasma/surface, de reduire le budget thermique et de minimiser la 
creation de particules. Cette phase d'extinction dure typiquement de 20 us a 200 
(.is, phase pendant laquelie l'interrupteur SW reste ouvert. 

10 II est alors possible de rEpEter le cycle decrit ci-dessus : 
- phase d'implantation, 
- phase de neutralisation, 
- phase d'extinction. 
En reference & la figure 6, selon le troisieme mode de realisation de 

15 I'alimentation substrat decrit en reference a la figure 5, le procede d'implantation 
mettant en oeuvre I'implanteur se presente comme suit. 

Etat initial: 
- alimentation plasma ALP inactivee, 
- premier interrupteur IT1 ouvert, 

20 - deuxieme interrupteur 1T2 ouvert. 
Au dEbut d'un cycle, prend place la phase d'implantation qui debute par 

une Etape d'initialisation representee par le point A sur la figure 6. 
Cette etape d'initialisation commence par la fermeture du premier 

interrupteur IT1. Elle s'Etend sur une periode de stabilisation qui vaut 
2 5 typiquement entre 1 p,s et 5 (is. 

A la suite de cette etape d'initialisation, vient une phase d'activation 
(point B sur la figure 6), etape durant laquelie l'alimentation plasma ALP est 
activee. La duree de cette Etape d'activation s'etend typiquement entre 5 ^s et 
100 ^is. 

3 0 Vient ensuite une etape d'extinction (point C sur la figure 6) au debut de 
laquelie l'alimentation plasma ALP est inactivee. Cette Etape durant laquelie le 
plasma s'eteint dure typiquement de 20 fjs a 200 JJ.S. Elle met fin a la phase 
d'implantation. 

Une etape de pause (point D sur la figure 6) commence par I'ouverture 
35 du premier interrupteur 1T1 et se termine au debut de la phase de neutralisation. 

Elle peut etre relativement courte mais elle doit durer tant que le premier 
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interrupteur IT1 n'est pas totalement ouvert et tant que le plasma n'est pas 
totalement eteint. Sa duree est done superieure a 0,1 ps et vaut typiquement 
entre 1 et 10 ps. 

La phase de neutralisation commence avec une etape prEliminaire (point 
5 E sur la figure 6) au debut de laquelie le deuxieme interrupteur SW2 est ferme. 

Cette etape prEliminaire dure tant que la tension du plateau porte-substrat n'est 
pas revenue a la tension appliquEe sur fa borne de neutralisation N. Sa durEe est 
typiquement comprise entre 1 (xs et 40 p.s. 

Vient ensuite une etape d'annulation (point F sur la figure 6) durant 
10 laquelie I'alimentation plasma ALP est activee. Les electrons du plasma sont 

attires vers les zones du substrat qui sont charges positivement et viennent 
neutraliser la charge. La duree de cette etape d'annulation est typiquement 
comprise entre 1 jxs et 80 p.s. 

Vient ensuite une etape d'inactivation (point G sur la figure 6) au dEbut 
15 de laquelie l'alimentation plasma est desactivee. La duree de cette etape vaut 

typiquement quelques dizaines de |is. 
Le cycle se termine avec une Etape d'interruption (point H sur la figure 6) 

qui commence avec I'ouverture du second interrupteur SW2. Cette etape 
d'interruption dure tant que ce second interrupteur n'est pas totalement ouvert et 

20 tant que le plasma n'est pas totalement eteint pour revenir a I'Etat initial. 
Alors, un nouveau cycle peut Etre initie. 
II apparatt ainsi que la phase de relaxation (entre les points C et F sur la 

figure 6) durant laquelie l'alimentation plasma ALP est inactivEe chevauche la 
phase d'impiantation et la phase de neutralisation. 

2 5 En reference £ la figure 7, on prEsente un premier mode de rEalisation 
de l'alimentation plasma ALP des corps de source CS1, CS2, CS3, CS4. Un 
generateur radiofrequence RF est suivi d'une boTte d'accord BA qui alimente les 
quatre antennes ANT1, ANT2, ANT3, ANT4. Ce mode de rEalisation a le mErite 
de la simplicitE et il est peu coOteux. Cependant, il necessite un tres bon 

30 equilibrage du plasma au niveau de chaque corps de source. 
En reference a la figure 8, suivant un deuxieme mode de realisation, on 

amEliore cette situation. Le gEnerateur radiofrEquence RF est toujours suivie 
d'une boTte d'accord BA mais celle-ci est maintenant raccordee a un separateur 
SEP quatre voies dont chacune des voies est raccordee a une antenne ANT1, 

35 ANT2, ANT3, ANT4, Ici, on peut partager la puissance de sorte qu'elle soit Egale 
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pour chacun des corps de source CS1, CS2, CSS, CS4. II peut toutefois s'averer 
difficile de trouver I'accord, notamment lors des phases d'allumage du plasma. 

En reference a la figure 9, suivant un troisieme mode de realisation, on 
amEliore cette situation. Maintenant, le generateur radiofrequence RF est suivi 

5 du separateur SEP quatre voies. La premiere voie attaque une premiere boTte 
d'accord BA1 qui alimente la premiere antenne ANT1. La deuxiEme voie attaque 
une deuxieme borte d'accord BA2 qui alimente la deuxieme antenne ANT2. La 
troisieme voie attaque une troisieme boite d'accord BA3 qui alimente la troisieme 
antenne ANT3- Finalement, la quatriEme voie attaque une quatrieme boTte 

10 d'accord BA4 qui alimente la quatriEme antenne ANT4. 
Naturellement, la solution optimale quant aux reglages possibles 

consiste & prevoir une alimentation et une boTte d'accord pour chaque corps de 
source CS1, CS2, CS3, CS4 mais cette solution est onereuse et le materiel 
requis est encombrant. Par ailleurs, il est necessaire de synchroniser les 

15 differentes alimentations. 
Les exemples de realisation de rinvention presentes ci-dessus ont ete 

choisi eu egard a leur caractere concret. II ne serait cependant pas possible de 
repertorier de maniere exhaustive tous les modes de realisation que recouvre 
cette invention. En particulier, tout moyen decrit peut Etre remplace par un 

20 moyen Equivalent sans sortir du cadre de la presente invention. 
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REVENDiCATIONS 

1) Implanteur ionique comportant une enceinte (ENV) dans laquelie est 
agencee un porte-substrat (PPS) connecte a une alimentation substrat 

5 (ALT)-par I'intermediaire d'un passage electrique haute tension (PET), 
cette enceinte (ENV) etant pourvue de moyens de pompage (PP, PS), 
ladite enceinte (ENV) comportant encore au moins deux corps de source 
(CS1, CS2, CS3, CS4) cylindriques dEpourvus de tout obstacle et 
disposes face audit porte-substrat (PPS), 

10 caracterise en ce qu'il comporte au moins une bobine de confinement 
(BCI1-BCS1, BCI2-BCS2) par corps de source (CS1, CS2, CS3, CS4). 

2) Implanteur ionique selon la revendication 1, caracterise en ce que lesdits 
corps de source (CS1, CS2, CS3, CS4) sont chacun pourvus d'une 

15 antenne radiofrequence (ANT1, ANT2. ANT3, ANT4) exterieure. 

3) Implanteur ionique selon Tune quelconque des revendications 1 ou 2, 
caracterise en ce qu'il comporte un gEnErateur radiofrequence (RF) 
commun pourtoutes lesdites antennes (ANT1, ANT2, ANT3, ANT4). 

20 
4) Implanteur ionique selon la revendication 3, caracterisE en ce qu'il 

comporte une boite d'accord (BA) unique agencEe entre ledit generateur 
radiofrequence (RF) et lesdites antennes (ANT1, ANT2, ANT3, ANT4). 

25 5) Implanteur ionique selon la revendication 3, caracferisE en ce qu'il 
comporte, en aval dudit generateur radiofrequence (RF), une boTte 
d'accord (BA) suivie d'un separateur (SEP). 

6) Implanteur ionique selon la revendication 3, caracterise en ce qu'il 
30 comporte, en aval dudit generateur radiofrequence (RF), un separateur 

(SEP) suivi d'un nombre de boites d'accord (BA1, BA2, BA3, BA4) 
identique au nombre de corps de source (CS1, CS2, CS3, CS4). 


